














mathematical  singularities  arising out  of   the  thinness of   the plates  and applied  to 
estimate the surface charge densities and capacitance of a parallel plate capacitor [1].
Recently, a nearly exact Boundary Element Method (neBEM) solver has been 
developed   [2,3]   and   used   to   solve   difficult   problems   related   to   electrostatics   of 
various devices [4,5]. The solver employs the analytic expression of potential  and 
electric field obtained from the exact integration of Green's function due to a unit 














be  0.2  while  a  range  of   aspect   ratio  of   the  plate   thickness   to   length   (h/L,  h   the 
thickness) 1 ­ 10−6 has been considered. The potentials applied to the upper and lower 
plates are  V1  = 1 Volt and  V2  =  −1 Volt, respectively. It may be noted here that 
capacitance (C) has been computed as C = Q/2V where Q is the total charge on the 

















distribution   on   the   top   and   bottom   surfaces.   It   is   important   to  mention   that   the 
improper choice of discretization may lead to overestimation (in case of top surface) 
or underestimation (in case of bottom surface) of charge density as seen from fig.4. 
This   inaccuracy  may   not   be   reflected   in   the   capacitance   of   the   system   since   it 
concerns to total charge only.
Fig.4: Charge density distribution on top and bottom surfaces of upper plate
















Table 1: Variation of normalized capacitance for d/L = 0.2with varying h/L 











1.0 2.3975 1.259038 2.374961 
0.1 3.3542 2.6631 1.2351 1.360813 1.757175 
0.05 1.7405 1.3879 1.392805 1.679710 
0.01 1.6899 1.5611 1.455047 1.590639 
0.005 1.6652 1.5874 1.475206 1.574417 
0.001 1.6221 1.6094 1.511291 1.558108 
0.000001 1.6200 
(1.5830 
with finer mesh) 
1.539550 1.552190 








wide  range of  aspect   ratio  because of   the exact  analytic  nature of   the foundation 
expressions. The study has shown that the choice of proper discretization is important 
in   calculating   electrostatic   analysis   of  MEMS   structures   since   it   influences   the 
convergence and profile of charge distribution on individual surfaces significantly. It 
may not be crucial in case of capacitance estimation which requires only the total 
charge.
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